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Térvezérlés tranzisztorok (FET)
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Normal, aktiv makédeési
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A kllonbod technolégidju FET-ek ddp elzar6dasi fesziltségsptlében kulonbdzhetnek.

FET-ek tipusa. 0
 MOS FET, szigetelt elektrodas FET:
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Munkapont bedllitadsok tipusai:
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A kivezérlés vizsgalata a kimenei{(ups) karakterisztika alapjan:
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A tranzisztor D-S kivezéretisége:

kimeneti kivezérelhéseég:
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